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１． はじめに 

レーザー波長の半分以下の周期をもつレーザー誘起周期構造（Fine-LIPSS）は、様々な分野での

応用が期待されている。フェムト秒オーダーのパルスレーザーでのみ Fine-LIPSS 形成が報告され

てきたが、近年H.Hikageらにより、パルス幅 500ps、波長 1064nmのレーザー照射で鋼基板に 450nm

周期の LIPSS形成が報告された[1]。本研究ではパルス幅をフェムト秒からナノ秒オーダーで変化

させ、レーザーパルス幅とパルス積重数が LIPSS形成に与える影響を調べた。 

２．実験方法 

本実験には IMRA AMERICA 社製のフェムト秒レーザー（FCPA µ jewel D-10K；λ= 1045nm、T 

= 450fs、f = 100kHz）およびジャイアントパルス幅可変マイクロレーザー（λ= 1064nm、T = 0.5～

9ns、f = 100Hz）を用いた。被照射材料は 6H-SiC 基板である。レーザー光はフラットトップビー

ムシェイパーで形状制御し、レンズで集光照射した。 

３. 実験結果、考察 

 レーザーフルエンス 1mJ/cm2  で照射した SiC 基板の表面 SEM 像を Fig.1 に示す。パルス幅 T

はそれぞれ(a) 450fs、(b)500ps、(c)1ns、(d)2.5nsである。(a)450fsは約 300nm周期の Fine-LIPSS、

(b)500ps では約 300nm 周期の Fine-LIPSS と約 700nm 周期の LIPSS、(c)1ns では約 700nm 周期の

LIPSS のみ形成された。(d) 2.5nsでの照射では LIPSS 形成は確認できなかった。また、T = 500ps

のとき、パルス積重数 Nを 1～500で変化させると、N = 1～3のとき LIPSSを形成せず、N = 12～

50のとき LIPSS を、N = 100～500のとき LIPSSと Fine-LIPSS の両方を形成した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fig.1 Surface SEM images of LIPSS on SiC 
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 (a)  T = 450fs (b)   T = 500ps (c)    T = 1ns (d)   T = 2.5ns 
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